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MEMORIA DESCRIPTIVA

En la fabricacién de componentes semiconductores
de elevada capacidad de cargas de tensién de bloqueo, la pro
teceidn de la superficie del semiconductor contra las impu-
rificaciones indeseadas, as! como su aislamiento eléctrico,
adquieren una gren importancia, particularmente en la zona
de la superficie de la salida del paso o de los pasos p-n,
en vigtes a un comportamiento §ptimo de blogueo. Para obte-
ner un comportamiento asf{ es conocido el procedimiento de
aplicar sobre los sectores correspondientes de la superficie
ﬁn recubrimiento con una laca de proteccién o también por
oxidacién del material semiconductor. Estas capas de 6xido
se obtienen substancialmente mediante mordentado y/o lavados
con productos gquimicos oxidantes, mediante oxidacién anddi-
ca en electrflitos inorgdnicos u orgénicos, mediante oxida-
cién térmica o mediante la descomposicién pirolitica de com

puestos adecusdoe — = = = = = = = = - = - - - - - - - -~

Sin embargo, en los procedimientos conocidos para
1a formacién de una capa de éxido estabilizante sobre super-
ficies de semiconductores es particularmente desventajoso
gue cuando se origina la capa de 6xido se incorporan materias
extrafias indéseadas en cantidad considerable, por lo cual no

siempre queda asegurada la mejora y la estabilizacién exigi-
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das del comportamiento de bloqueo de los componentes semicon
ductores. Ademds, la oxidacidn térmica para obtener una capa
de espesor deseado exige temperaturas de procedimiento eleva
das gue menoscaban lgs caracteristicas figicas del material

conductor. En la oxidacién mediante descomposicién piroliti-
ca, las temperaturas de procedimiento son desde luego infe~

riores, pero la capa de 6xido que se obtiene en ella no siem
pre satisface las exigencias en cuanto a la proteccién de la

superficie del semiconductor contra impurezas atmosféricas.

Ia invencidén se plantea el problema de fabricar
sobre una superficie limpiada de un semiconductor una capa
de 6xido aislante y/o estabilizante del comportamiento de

bloqueo que impida la influencia de materias extrafias noci-

Ia invencién se refiere a un procedimiento para pro
ducir un recubrimiento estabilizente y/o eislante sobre su-
perficies de semiconductores mediantg'la oxidacidn de las
mismas en un 1fquido que contiene oxigeqo molecular y estri
ba en que se wtiliza como liquido un disolvente pars subs-
tencias orgénicaé,.porque se disuelve en el disolvente por
lo menos una substancia orgénica adecuada para la fotosensi
bilizacién, y porque con ayuda de la éubstancia orgénica ac
tivada por la accidén de la energia luminosa sobre la solu-
cidn, se oxidan las superficies preparadas del semicﬁnduetor

humedecidas con el disolventes = = = = = =@ = = = = =~ - - - -

Por la fotografia en colores es conocido'el proce-
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dimiento de utilizar determinados colorantes orgdnicos que
sensibilizan pars la luz de ¢nda mds large el haluro de pla
ta de la capa fotogrédfica sensible a la luz de determinadas
longitudes de onde, lo cual se denomina sensibilizacién es-
pectral. El colorante adicionado en reducidas centidades se-
encuentra fijamente absorbido en el nicleo del haluro de pla
ta. Actia como iransmisor de energfa luminosa al haluro para
el desdoblamiento del mismo en plata y en halégeno y se desin

tegra en procesos subsiguientes para el revelado de la capa

fotogréfica. = = = = - - c_—— - e mmmm———-

Segin la invencidn se utilizan para la oxidacién
fotosensibilizada de superficies de semiconductores unos co
lorantes orgdnicos de por si conocidos, que quedan absorbi-
dos- en la capa de 6xido-prevista y resultan incorporados. Eg
tas substancias orgédnices presentan en su estructura quimica
una cadena, también’éomo compbnente de un sistema heterogé-
neo de anillos, con enlaces sencillos y dobles dispuestos
alternativamente y con un dtomo terminal de nitrégeno, oxige
no o azufre. Estie sistema, dque se enéuentra en un disolven-
te, es llevado por activacién mediante energfa luminosa a’
un nivel de energla més elevado, forme brevemente en’ﬁn es-
tado altamente-reactivo obtenido de este modo un eompuestok
con oxigeno molecular disuelto y cede el mismo a 1arsuperfi-
cie del semiconducitor que tiende a la oxidacidn debido =2 eta

pas preparatorias del Procesd. = = = = = = = = = = - - = = =

La condicién previa para un efecto de esta clase

es la utilizacién de un disolvente con un elevado contenido
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de oxigeno molecular y con una buena solubilidad de los colp
rentes previstos, asi como la accidén de luz con longitudes

de onda gdecugdas. = .= = = = = = = = = - —— = - — = = = =

Como sensibilizantes son adecuadas substancias or-
génieas“del grupo de las pdrfirinas, de los coloraﬁtes poli-
metinicos, por ejemplo ciaﬁina, de los colorantes tiazini-
coé, por ejemplo tionina, y del grdpo de los fluoranos, por
ejempld rodamina B. Estén disueltas cada vez en una cantidad
desde 10—2 a 1078 mol/1 en el disolvente. — — = — - — — — -

Para digolver estas substancias se emplea agua y
preferentemente disolventes orgénicoé con una elevada solu-
bilidad de oxigeno, por ejemplo cetonas bajas y aicoholes.
Se consiguieron resultados favofabies con acetona, metanol,
etanol.e isopropanol. En caso necesario ﬁuede enriquecerée

especialmente con<pxigéno un disolvente que se haya elegi-

do. ----------------------------

ELl margen de la longitud de onda de la radiacién

luminosa se encuentra preferentemente entre 0,01/um v 1/um.

Para evitar una influencia desfavorable dé impure-
zas, particularmente de materias extrafias ionizadas, que se
depositan eventualmente en la formacidén de capas de 6xido se
gin la invencién o después de producir las mismas dentro o
sobre ellas, pueden disolverse adicionalmente con las substan
cias sensibilizantes otros aditivos orgénicos en el disolven-

te, que ligan coordingtivamente tazles materias extrafias me-
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diante la llamada formacién de quelatos'y eviten de este mo-
do la formacién de itinerarios adicionales de corriente. Es-
tos otros aditivos son incorporados en las capas de éxido
previstas y forman simulténeamente una barrera contra las ig'
purezas que tienden a la difusién en la capa de éxido proce~
dentes de otras capas dispuestas encima, por ejemplo dg una
capa de laca aislante. Como formadores dé quelatos se u%ili-
zan substancias del grupo de las oximas, de las poliaminas

y de los polioles. Por ejemplo, la substancia cianina, ﬁre-

vista como sensiblizante, puede utilizarse con salicilaldo-

xima, con dcido tetraetilendiamfnico o con 8-hidroxiquinoli-

na como formador de quelato. = = = = = = = = = = - = = = - -

Un desarrollo de la invencidén esiribe en la utiig
zacién de substancias orgénicas, las cuales actldan como sen
sibilizante y que pueden ligar también impurezas simulténea
mente mediante la formacién de quelatos en virtud de un %rg
tamiento adecuédo o también a causa de su esfructu&a dﬁimi?
ca fundamental. Tales substancias’que tienen las dos carac—
teristicas se encuentran en el grupo de las porfirinas, en-
tre ellas porfirina, en el grupo de los colorantes polimeti
nicog, entre ellas. p-dimetil-amino-bencilideno-rodanina, la
cual es particularmente adecuada en relacién con la utilizg
cién de plata en la fabricacidén de componentes semiconducto
res para la ligazén coordinativa de iones de plata indesea-

dos, y en el grupo de los fluoranmos, entre ellas la calceina.

Antes de producir las capas de éxido seéﬁn la in-



10,

15,

20.

25.

vencidn, el cuerpo del semiconductor es sometido a uno de los
procedimientos de mordiente conmocidos, con el fin de obtener
una superficie limpiade y exenta de 6xido. En el proceso de
lavado previsto a conbinuacién del mordentado para la limpie
za de restos de mordiente.se recubre entohces la superficie
del semiconductor con un recubrimiento segin la invencién.
Para egte fin se aflade a un disolvente, que sirve de medio
de lavado y que presenta oxigeno molecular, una substancia
sensibilizante y en caso necesario un formador de gquelatos,
¥y a continuacibén se expone la solucién, en la que se encuen
tra el cuerpo semiconductor o los cuerpos semiconductores,

a la temperatura de ambiente interior durante cierto -tiempo -
a la luz diurna o a una radisecién de luz de onda corta, el
cual estd determinado por el espesor dé capa deseado, produ
ciéndose mediante la reaccién reciproca del oxfgeno, de la
substencia orgénica y en su caso'también del disolvente, la
oxidacién de las superficies del semiconductor. Los ensayos
efectuados, en los que por uﬁé-parte se sometieron cuerpos
gsemiconductores al procedimiento segﬁn la invencién y se re-
cubrieron entonces cdn una laca de silicona corriente en el
mercado sin aditivos estabilizantes, y eﬁ los que por otra
parte se efectudde modo conocido el mordentado, la limpieza
y el recubrimiento con una laca esftabilizante de cuerpos se-
niconductores, han demostrado que los recubrimientos estabi-
lizantes y/o aislantes efectuados segin la invencidén sobre
superficies de semiconductores, satisfacen total y plenamen

te las condiciones exigidas. - = - - - R N e
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Una capa de éxido producida segin el tratamiento
indicado ‘puede “'reforzarse todavia més, en caso necesario,
mediante la aplicacién de una mezcla de una substancia pél;
merizadora y/o condensadors y un fotosensibilizante, asi
como en su caso con uno-o varios formadores de quelatos,
sometiéndola en una atmdsfefa con contenido de oxigeno a .

un tratamiento térmico y/o una radiacién lumihosa., - = = -

Las ventajas del procedimiento segin la invengién
estriban en que la produccién de una- capa estabilizanterse-
efectia ya dentro del marco del proceso de lavado"que sigué
al mordehtado, por lo cuel resultan eliminadas ;asretgpas
especiales del procedimiento para la estabilizacién qQ la
superficie del semiconductor, porque las subsgtancias orgé-
nicas utilizadas, de por si caras, solamente se rgquierep en
cantidades muy reducidas y contribuyen con ello partipqlar-
mente a la economfa del procedimiento, porgue las condicio-
nes del procedimiento no son criticas en absoluto y posibili
tan con ello siempre resultados facilmente_reproducibles, y
porque las substancias utilizadas en el ulterior tratamienﬁo
del cuerpo semiconductor, que se pueden evaporar o descpmr» 7
poner bajo condiciones correspondientes del procedimiento,
resultan quimicemente ligadas en la capa de 6xido mediante
la incorporacidén de substancias formadoras de quelatos y
no pueden menoscabar por consiguiente las caracteristicas:

del material semicondUCtor. = = = = = = = = = = = = = - - -
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Se declaran de novedad y propiedad por Espafia, sus

territorios y plazas de soberania, las siguientes: - - = - -

REIVINDICACIONES

1.= Procedimiento para la produccidén de un recu-
brimiento estabilizante_y/o aislante sobre superficies de se
miconductores, mediante la oxidacién de las mismas en un 11-
quido que contiene ox{geno molgcular, caracterizado porque
se utiliza como liquido un disolvente para substancias orgd-
nicas, porque se disuelve en el disolvente por lo menos una
substancia orgénica adecuada para la fotosensibilizacidn, y
porque con ayuda de la substancia.ofgénica activada por la
accién de la energia luminosa sobre la solucidn se oxidan
las superficies preparadas del semiconductor humedecidas con

el digolvente, = = = = = — = - m e e e e e e e .- )

2.- Procedimiento segin la reivindicacién 1, carag
terizado porque como disolvente se utiliza agua o cetonas ba

jas 0 alCOholeSe = =~ = = = = = = = = = - - _——— - - - - - -

3.~ Procedimiento éegﬁn lasg reivindicaciones 1 ¥ 2,
caracterizado porque cdmo substancias orgdnicas adecuadas pa-
ra }a fotogensibilizacidn se utilizan substancias del grupo
de las porfirines, de los colorantes polimetfnicos, de los

colorantes tiazinicos o de 108 fluoranos. = = = = = = = = = —~



4,~ Procedimiento segin una de las reivin@icaciones
1a 3 caracterizado porque para la activacién del fotosensi-
bilizante se utiliza radiacién luminosade un margen de ondas

entreo,o1/my1/umo" ——————————— —--————-—

5. 5.- Procedimiento segin una de las reivindicaciones
1 a 4, caracterizado porque con el fotosensibilizante se uti
liza adicionalmente por lo menos un aditivo orgdnico adecua-

do para ligar iones extrafios mediante la formacién de quela-

10. 6.- Procedimiento segin una de las reivindicaciones
1 a 5, caracterizado porque se utiliza una substancia orgé--
nica que es adecuada simulténeamente como fotosensibilizante

y como formador de Quelatogse - — = = = = = = = = = = ~ -

7.~ "PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE UN RECUBRI
15. MIENTO ESTABILIZANTE Y/0 AISLANTE SOBRE SUPERFICIES DE SEMI-
CONDUGTORES"s = = — = = = = = = m = = = = = = = = = = = - -

Todo ello conforme se describe y'reivindica'en la
presente memoria que consta de diez hojas, foliadas y meca-

nografiadas por una sola de sus caras.

—

BARCELONA, 22 SET. 1972
© & M. CURELL SUROL
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